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窒化シリコン(SiN)膜は、可視光波長域での高い透明性や光通信波長帯で 3次の非線形光学媒質

として優れた光学特性を有するなど、従来の Siフォトニクス技術に対して補完的な性質を有して

いるため、高機能光集積回路を実現する上で有望な材料である[1]。光デバイス用 SiN膜中に残留

する N-H結合基 (3350 cm-1)や Si-H結合基 (2160 cm-1)に由来する赤外振動モードの倍音吸収は、

光通信波長帯での主要な損失原因となるため、膜中の残留水素結合基密度を低減させる様々な検

討が行われている[2-5]。ポストアニール処理可能な厚膜(>700 nm)を低応力で堆積でき、プラズマ

CVD 法に比べ膜中水素結合基密度も低い触媒(cat-)CVD 法[6]は魅力的である。そこで、cat-CVD

で成膜した SiN膜を用いて光リング共振器構造を作製し、評価を行ったので報告する。 

膜厚 10 mの熱酸化膜付き Si基板上に、SiN膜を堆積した。SiH4 2.4 sccm, NH3 80 sccm、圧力 4 

Pa、触媒であるWワイヤに 600 Wの電力を投入したときに、堆積レートは~ 6 nm/min.となり、分

光エリプソメータで求めた波長 633 nmにおける屈折率は 2.11であった。電子線レジストマスク

を形成し、CHF3/Ar の ICP プラズマエッチングで導波路構造を形成した後、上層クラッドとして

TEOS/SiO2膜を 3.5 m堆積し、ダイシングで端面処理を行った。作製されたデバイス特性例とし

て、導波路厚 500 nm、幅 1.4 m、リング直径 100 mのリング共振器の透過スペクトルを図 1に

示す。通信波長帯 Lバンドにおいて、FSR~476 GHz, 

Q~1.6 ×105、ピーク消光比 10 dBが得られた。この

結果は cat-CVD膜を用いて簡便に低損失光集積回路

を実現できる可能性を示唆している。発表では膜厚

依存性やアニール処理についても議論する。 
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Zu 図1 cat-CVD法で作製したリング共振器の透過ス

ペクトルと電子顕微鏡写真。 
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